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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADGCS PARA TAL FiN, CON BOLIGRAFQ AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO,

Problema 1 (15 puntos)
En el circuito de la figura se conoce ia caracteristica del componente "X’ y l0s valores nominales
de R. y R,, ademas de sus tolerancias y CTR. Se pide resolver ias cuestiones:
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b} A una temperatura de 25°C, calcule entre qué valores se podra encontrar ia tension V,
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¢} Solo para este apartado considere unos valores efectivos a 25° C de R=880 y Ry=2020Q. Si
el valor de E=5V, calcule el punto de trabaio del componente “X” a una temperatura de 40°C.
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Problema 2 (15 puntos)
Del circuito de ia figura 2.1 son conocides los datos mostrados en el cuadro:
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Figura 2.1

a) Calcule iz potencia nominat minima de todos ios resisiores, tanio fijos como varables.
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b} ¢ Cuél debera ser la tensién nominal minima del condensador C? (5 ptos)
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Problema 3 (5 puntos)

Se dispone de dos pastilas de las mismas dimensiones; una de Silicio dopada con una
concentracion de impurezas donadoras N, = /0"em” y otra intrinseca de Germanio, con una
temperatura ambiente de T=300K.
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Figura 3.1 Figura 3.2 Figura 3.3
a) Calcule el valor de la tensién de salida Fx. (5 ptos)
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Problema 4 (20 puntos)
Del circuito de la figura 4.1 se conoce:
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Figura 4.1 .
a) Calcule el valor de la tension de entrada minimo para que la salida valga V=35V - (10 ptos)
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b} Calcule el valor de la tension de entrada maximo para que la salida valga V=02V, (10 ptos)
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Problema 5 (35 puntos)

En el circuito de la figura 5.1, el diodo zener estabiliza fa tensién de puerta de! transistor MOSFET
M.. Con los datos mostrados a continuacion, responda a las cuestiones:
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Figura 5.1

a) Caicule los valores de R, para que el diodo D, se encuentre siempre en zona zener. (15 ptos)
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b) Supcniendo que D, esta en zener, calcule el punto de trabajo de los dos transistores y la
potencia disipada por la resistencia R,. (20 ptos}
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Problema 6 (10 puntos)

La curva de desvataje de la figura 6.1 esta extraida de las hojas caracteristicas de un transistor de
potencia, donde ademas se indica el valor de la resistencia térmica unidn-ambiente Ryi=062°C/W.
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Figura 6.1 (jmox

a) Calcule, justificadamente, la maxima potencia Pp,.. que puede disipar el transistor si ia
temperatura ambiente es T,=23°C.
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b} Si se coloca un disipador de resistencia térmica Ry, =15°C/W. Caleule la temperatura ambiente
maxima de funcionamiento si el componente disipa una potencia Py=5W.
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